
特集 パーソナル情報通信機器に貢献する半導体技術

高速書換えを可能にした16Mビットフラッシュメモリ
HighReprogrammingSpeed16MbitFlash Memory
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高性能化が進むフラッシュメモリ

書換えの高速化を実現している｡
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16Mビットフラッシュメモリでは,512バイト単位のセクタ消去と64ビットのページ書込みを導入し,

高度情報化社会を支える情報･データ処理機器と

して,持ち運びができて場所をとらないという点で

便利なノートブック型･パームトップ型パソコン

(パーソナルコンピュータ)やPDA(PersonalDigi-

talAssistant)などの小型携帯電子機器が使われる

ようになってきた｡

これらの携帯システムでの記憶用電子ファイルで

あるメモリカードやディスクなどに適した不揮発性

*トト､1二製作所半導体事業部

メモリとして,NOR型セル使用の,1Mビット,4

Mビットフラッシュメモリに続く16Mビットフラ

ッシュメモリを製品化した｡この16Mビットフラッ

シュメモリは,メモリカードなどでの使用を考慮し

て設計されており,携帯システムの高効率化に有効

な512バイト単位の自動消去機能や,書込み時間を従

来の約去(対当社1M比)に短縮できる自動ページ書

込み機能を備えている｡
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n はじめに

牧子ト向からフラッシュメモリは,Ⅰ)RAM(Ⅰ)y11al¶ic

RAM)に次ぐメモリとして,人きな洋‖を集めている｡

拍近の米1朋司溌公社Ⅰ什Statのデータによると､バイ場規模

は1995年に13()倍1り,1997年に20口伝lりと_､'†二ち卜がりが一了･

想されているが,今後,人布端ファイル別途の16Mビッ

ト以_卜の人谷誌フラッシュメモリの問ヲさなどで‾lテJ場のい

っそうの伸びが其恥‡三される｡

Il__､■†二‾製作所のフラッシュメモリ開発軌】rりを図1にホ

す｡1Mビットフラッシュメモリを1990年に開発し,そ

の後1993f卜から4Mビット占【--を韻産開始している｡

単純なEPROM(ErasableandProgra111111ableROM)

iF壬き換えがi川J途であった1M･4Mビット.1.I一に比べ,

16Mビット1--,に対してはメモリカード,ディスクなどの

ファイルとしての川途にこたえるために表1に示すよう

な■:-Ji機能化･it■～;速化のこ-ズがある｡

このようなニーズに対し,古根えの効率山卜のために

Ilし界端′トのii--り‾こ単作512バイトを採印した,一般に広く浸

透している読什.しt一己i･肘右帖5V系の16Mビットフラッ

シュメモリ"HN28F1600”を望払1.J.化し,より低消雪電力

の公)Kにこたえるため3∴iV系の"HN2日W16()()''を･jlき

続き関与芭11である｡

ここでは,1_6Mビットフラッシュメモリ"HN28F16()(_)”

の柑1主とか-ドへの応川例について述べる｡
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図l フラッシュメモリの開発動向

第l世代はNOR型セルを使用しており,将来は単一電源動作可能

なアドバンス型セルで第2世代フラッシュメモリを開発する｡

3と与

表l ファイル用フラッシュメモリのニーズと16Mビットで

の対応

ファイル用途には,書換え性能向上の要求が強い｡

ー

ス lM仕様 16M仕様

書填えの

時間短縮

消去の小ブロック化 チップ
セクタ

(引2バイト)

消 去 の 高 速 化 ls/チップ 】Oms/セクタ

書込みの高速化
バイトモード

(25ドS)

ページモード

(2.5ドS)

書 換 え の 回 数 向 上 104回 IO5回

低 消 費 電 力 化 5Vハ2V

3.3〉/12〉
("HN28W】600”

開発中)

8 製品概要

0.5ミクロンプロセス技術を採用して,NORt与リセルを

使朋した512バイトセクタ消去ノノ式16Mビットフラッシ

ュメモリ"IiN28F1600''を製【糾ヒした｡製.■元一-の仕様概壌

を表2にホす｡

使糾するシステムにんむじて,2Mワード×8ビットま

たは1几4ワード×16ビットの-りJ換r口信号の人ノJレベルに

よって簡一首二itに語構成を設左することができる｡

従来のチップ一寸占iモーi去仕様の1Mビットフラッシュメ

モリと161くバイトのブロック単位消去仕様の4Mビット

フラッシュメモリは,ii7去時に,メモリソースに12Vの

il-Ji屯はを印加する消ム〟式を採mしている｡16Mビット

フラッシュメモリでは,512バイトの′J､分割セクタii■iユこ

機能をり三りユするために,消去時のメモリソース`副f三を約

表2 HN28F1600の仕様概要

8バイトのページ書込み,512バイトのセクタ消去による書換え

の高速化を図っている〔〕

項 目 仕 様

フ ロ セ ス D.5トLmCMOSフロセス

メ モ リ 構 成
2Mワード×8ビット･

lMワード×16ビット

電 源 電 圧 5V±10%/12V±5%

消費電流
動 作 時

/cc=30mAtyp.(リード)

/pp=15mAtyp.(書込み･消去)

待機 時 /cc=5トLAtyp.

ア ク セ ス 時 間 100ns･120ns･150ns最大

書 込 み モ
ー ド 自動バイト･ページ(8バイト)

書 込 み 時 間 10l⊥S/バイト 20ドS/ページ

消 去 モ ー ド 自動セクタ･連続セクタ

消 去 単 位 512バイト

消 去 時 間 10ms/5】2バイト

書 換 え 回 数 105

パ ッ ケ
ー

ジ 400mi148ビンTSOPII

注:略語説明 TSOP(ThinSmal=)∪川ne Package)
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図2 消去方式の比重交

従来のソース高電圧印加方式に対して,ワード綬単位での負電圧印加方式を採用することで小分割セクタ消去機能を実現した.｡

4＼′7に卜げ,選択ワード線だけ-1∩Ⅴの負屯Jl二を印加す

るi什上方式を新しく導人した(図2参照)｡また,消去時

のワード練の放電仁l三を最適化することにより,セクタ消

+姉川ほ(Jl(_)111Sと短畔側化を実戦ユした｡さらに16Mビッ

トフラッシュメモリでは,連続したセクタアドレス乍FJ‡-J

ク)データを椚上したい場合に一址過な連続セクタ消去モー

ドもサポートしてし､る｡チップの椚Jこ時のアドレス判子り

を図3にホす｡

連射こセクタ消上モードは､消去開始セクタアドレスと

什上終J′セクタアドレスを寸旨⊥することにより,そのr才一り

の油紙したセクタのiiIi去をfl軌｢伽二行うことができる｡
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図3 "HN28F1600''消去時のアドレス空間

任意のlセクタまたは連続した複数セクタの同時消去が可能で

ある〔〕

二許込みの.亡7j速化のために,64ビットの_並う叶方込みが‖∫

能なべージモードを設けた｡こズ‾Lは,8バイト分のデー

タを連続してlノ+部ラッチへロードし内部でti柵ヒに-こfミニ込み

パルスを印加することにより,1バイトリ与たり､叩J2.5

卜Sと1Mビットフラッシュメモリの約1口供の∫1■才i速化を

lツーってし､る｡

以卜述べたように,16Mビットフラッシュメモリでは

512バイト単作のセクタ消去と64ビットのページニーt:二込み

を導人して=山奥えのi:'Ji退化を実ぢ=ノている｡

田 応用製品例

PC几4CIA/JEIDA(Pers()nalC()111ptlterMellr()ryCこIrd

I11ter11ati(_)11alAss()Ciati()lュ/Jap王1IIElectrolliclndし1Strial

DevelopnlCnt Associatio11)の規格に幣挺したクレシッ

トカードサイズのICカードをf)Cカードと呼んでいる｡

このカードにメモリチップを内戚したⅠ)Cメモリカード

は,メモリカードとATAカードの2相賀引こ人別される｡

メモリカードは外部からランダムアクセスが‖r能なか”

ド,Al｢AカードはfIDDコンパチブルが吋能なカードで

ある｡

メモリチップとして16Mビットフラッシュメモリ

"HN28F160()''を採朋したカードの肘1J例を表3に′Jミす｡

メモリカードでは,512バイトのこilj二換を行う域でナ,従米

ん1.川イ/二鮒御子の4Mビットフラッシュメモリ)ではうiliJこ

:i9
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注:略語説明

けF(インタフ工一ス),EEPROM(Electric訓yErasableandProgrammableROM),l/0(入出力),マイコン(マイクロコンピュータ)

図4 カードを使ったシステム構成例

小分割セクタ消去機能は,メモリカードやATAカードヘの応用で活用できる｡

表316Mビットフラッシュを使用したPCカードの仕様例

フラッシュメモリ単体性能をフルに)舌用しているし,

項 目 メモリカード ATAカード

記 憶 容 量
最大15個搭載可能 最大10個搭載可能

30Mバイト相当 20Mバイト相当

カードインタ
フェース

PCMCIA PCMC】A-ATA

アクセス方式
ランダムアクセス

512バイトシーケン

シヤルアクセス

サイクル250ns データ転送速度:5M
バイト/s

消 去 単 位 引2ノ(イト 引2バイト

書換え時間 ll.3ms/セクタ
5Mバイト/s
(割込みライト時の待

90.4ms/4kバイト ち時間:ll.3ms/セク
夕)

注:略語説明 PCMCIA-ATA(PCMCIA-ATAttachment)

jii付二が16kバイトであるため,その出二扱えに約4.6秒要し

た｡16Mピットフラッシュメモリを刷いたカードでは,

セクタ消去機能とページ吉込み機能の打川1により,吉挟

時間は11.3111S/セクタと従来の400倍(≧-1川二比)のiミlごi速化

が‾‖†能となる｡

ATAカードの場介は,カード内のライトバッファでバ

ッファリングしているため,ライトスピードはり-ド同

株5Mバイト/sと高速であるが,ライトバッファから内

部のフラッシュメモリに二出二込み小に外部からライトが割

り込んだ場‡ナも,=古換え待ち時間は最小の11.3ms/セク

タとなり,16Mビットフラッシュメモリ単体性能をフル

に捕用できるメリットがある｡

カードを使ったシステム構成例を図4にホす｡ATA

カードはHDD同様,データをいったんメインメモリにダ

ウンロードし,処坪後コピーバックされる｡メモリカー

ドは､ハード的にはⅠ/F回路(PCカードコントローラ)を

介してシステムバスからl自二接アクセスができるので,メ

モリ平間の有効i古間が‾叶能となる｡

n おわりに

ここでは,ノートブック型･パームトップ型パソコン

や,PDAなどの個人向け携帯システムの′J､型化･高性能

化ニーズに対応した16Mビットフラッシュメモリの特

長とカードへの応片‖列について述べた｡携帯システムの

小判･軽二削ヒは今後もいっそう進み,低消雪電力化要求

が-一段と強まることが一子想される｡今後は,携帯m製んⅠ一

に適した単一電盲煉で軌作叶能なアドバンス型セルで第2

1Uイ亡のフラッシュメモリを開発していく子左である｡
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